P-N переход прямое включение

При прямом включении положительный потенциал (плюс) приложен к P-области, а отрицательный (минус) – к N-области. При этом потенциальный барьер понижается (прямое смещение), а ОПЗ (область пространственного заряда) сужается. В этом случае с ростом приложенного напряжения экспоненциально возрастает число основных носителей, способных преодолеть барьер. Как только эти носители миновали p-n переход, они становятся неосновными. Поэтому концентрация неосновных носителей по обе стороны перехода увеличивается (инжекция неосновных носителей). Одновременно в p- и n-областях через контакты входят равные количества основных носителей, вызывающих компенсацию зарядов инжектированных носителей. В результате возрастает скорость рекомбинации и появляется отличный от нуля ток через переход, который с ростом напряжения экспоненциально возрастает.
P-N переход обратное включение
Приложение отрицательного потенциала (минус) к p-области (обратное смещение) приводит к повышению потенциального барьера. Диффузия основных носителей через переход становится пренебрежимо малой. В то же время потоки неосновных носителей не изменяются (для них барьера не существует). Неосновные носители заряда втягиваются электрическим полем в p-n-переход и проходят через него в соседнюю область (экстракция неосновных носителей). В результате этого через p-n переход течёт ток Is (ток насыщения, обратный ток), который обычно мал и почти не зависит от напряжения. Таким образом, вольт-амперная характеристика p-n перехода обладает резко выраженной нелинейностью.
